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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】        （修正有）
【課題】  第１ガラス基板のゲート電極部、ソース電極
部、薄膜トランジスタ電極部と、第２ガラス基板の透明
導電膜層との対向ショートの欠陥不良を抑制した液晶表
示装置、及びその製造方法を提供する。
【解決手段】  電極部を有する第１ガラス基板と、ＲＧ
Ｂ層、ブラックマトリクス層、オーバーコート層及び透
明導電膜層とを有する第２ガラス基板とを備えた液晶表
示表示装置において、第２ガラス基板の透明導電膜層が
マトリクス状に形成され、上下左右に隣接する透明導電
膜層を部分的に接続されている液晶表示装置とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電極部を有する第１ガラス基板と、ＲＧ
Ｂ層、ブラックマトリクス層、オーバーコート層及び透
明導電膜層とを有する第２ガラス基板とを備えた液晶表
示表示装置であって、前記第２ガラス基板の透明導電膜
層がマトリクス状に形成され、上下左右に隣接する透明
導電膜層を部分的に接続されていることを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項２】  ガラス基板の内面にマトリクス状に形成
したゲート電極部とソース電極部の交差部に、薄膜トラ
ンジスタ部を形成し、かつ前記薄膜トランジスタ部のド
レイン電極部に接続された状態に画素電極を形成した第
１ガラス基板と、前記第１ガラス基板の画素電極に対向
するガラス基板の内面全面にマトリクス状に形成したＲ
ＧＢ層と、前記ＲＧＢ層の互いの隣接空間に形成された
ブラックマトリクス層と、ブラックマトリクス層の上全
面に形成されたオーバーコート層と、前記ＲＧＢ層、前
記ブラックマトリクス層及び前記オーバーコート層を含
む全域に形成された対向電極に用いられる透明導電膜層
とを有する第２ガラス基板から構成される、請求項１に
記載の液晶表示表示装置。
【請求項３】  前記第１ガラス基板は、ソース電極、ゲ
ート電極、ドレイン電極部及び接続部分に交差部を有す
る請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】  前記透明導電膜層は、前記第１基板に形
成された電極部とブラックマトリクス開口部間に形成さ
れている請求項１～３のいずれかに記載の液晶表示装
置。
【請求項５】  前記ブラックマトリクス層が、樹脂ブラ
ックマトリクス層である請求項１～４のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【請求項６】  電極部を有する第１ガラス基板と、ＲＧ
Ｂ層、ブラックマトリクス層、オーバーコート層及び透
明導電膜層とを有する第２ガラス基板とを用いる液晶表
示表示装置を製造方法であって、前記第２ガラス基板の
透明導電膜層がマトリクス状に形成し、上下左右に隣接
する透明導電膜層を部分的に接続することを特徴とする
液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記透明導電膜層を、前記電極部とブラ
ックマトリクス開口部間に形成する請求項５に記載の液
晶表示装置の製造方法。
【請求項８】  前記ブラックマトリクス層は、樹脂ブラ
ックマトリクス層である請求項６又は７に記載の液晶表
示装置の製造方法。
【請求項９】  前記第１ガラス基板は、その欠陥不良を
レーザーレスキューにより救済可能な構成であり、該欠
陥不良をレーザーレスキューにより欠陥救済する工程を
有している請求項６～８のいずれかに記載の液晶表示装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、対抗ショートが抑
制された液晶表示装置及びその製造方法に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】以下、図面を参照しながら従来の実施例
の一例について説明する。
【０００３】図２に、従来技術の一例である液晶表示装
置の構成を示す。図２において、２１は第１ガラス基板
に形成されたゲート電極部、２２は第１ガラス基板に形
成されたソース電極部、２３は第１ガラス基板に形成さ
れたドレイン電極部、２４は第１ガラス基板に形成され
た薄膜トランジスタ部を示し、２５は第２ガラス基板に
形成されたブラックマトリクス層、２６は第２ガラス基
板に形成された対向電極に用いられる透明導電膜層、２
７は第２ガラス基板に形成されたオーバーコート層、２
８は第２ガラス基板に形成されたブラックマトリクス層
２５の開口部を示す。なお、透明導電膜層２６とオーバ
ーコート層２７は、図２の全面に形成されている。
【０００４】上述のように、第２ガラス基板に形成され
た対向電極に用いられる透明導電膜層２６は、第１ガラ
ス基板のゲート電極部２１、ソース電極部２２、ドレイ
ン電極部２３、薄膜トランジスタ部２４、および第２ガ
ラス基板に形成されたブラックマトリクス層２５、オー
バーコート層２７を、全面覆うように形成された構成と
なっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
従来例の構成では、工程内等で混入した導電性異物等に
より、第１ガラス基板のゲート電極部、ソース電極部、
薄膜トランジスタ電極部と、第２ガラス基板に形成され
た対向電極に用いられる透明導電膜層とが、異物により
対向ショートする場合があり、欠陥不良が発生しやすい
問題点がある。また、欠陥部を救済するレーザーレスキ
ュー処理を行った場合に、前記電極部を加工処理したレ
ーザー光のエネルギーによりオーバーコート層が隆起
し、オーバーコート層上に形成されている対向電極に用
いられる透明導電膜層がひび割れを起こし、これによっ
て前記電極部と対向ショートする場合があり、欠陥不良
が発生しやすい問題点がある。
【０００６】本発明は、上記従来の問題点を解決するも
ので、液晶表示装置の製造工程において発生する異物や
レーザー処理起因による、第１ガラス基板の電極部と第
２ガラス基板の透明導電膜層との対向ショートの欠陥不
良に対して、第２ガラス基板の透明導電性膜層をマトリ
クス状に形成し、上下左右に隣接する透明導電性膜層が
部分的に接続された構成にすることにより、第１ガラス
基板の電極部と第２ガラス基板の透明導電膜層とのオー
バーラップ領域を最小限にして、対向ショートの欠陥不
良を抑制した液晶表示装置、およびその製造方法の提供
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を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明の液晶表示装置は、電極部を有する第１ガラ
ス基板と、ＲＧＢ層、ブラックマトリクス層、オーバー
コート層及び透明導電膜層とを有する第２ガラス基板と
を備えた液晶表示表示装置であって、前記第２ガラス基
板の透明導電膜層がマトリクス状に形成され、上下左右
に隣接する透明導電膜層を部分的に接続されていること
を特徴とする。これにより、対向ショートの欠陥不良を
抑制することができる。
【０００８】前記液晶表示装置は、ガラス基板の内面に
マトリクス状に形成したゲート電極部とソース電極部の
交差部に、薄膜トランジスタ部を形成し、かつ前記薄膜
トランジスタ部のドレイン電極部に接続された状態に画
素電極を形成した第１ガラス基板と、前記第１ガラス基
板の画素電極に対向するガラス基板の内面全面にマトリ
クス状に形成したＲＧＢ層と、前記ＲＧＢ層の互いの隣
接空間に形成されたブラックマトリクス層と、ブラック
マトリクス層の上全面に形成されたオーバーコート層
と、前記ＲＧＢ層、前記ブラックマトリクス層及び前記
オーバーコート層を含む全域に形成された対向電極に用
いられる透明導電膜層とを有する第２ガラス基板から構
成されている。
【０００９】また、前記液晶表示装置においては、前記
第１ガラス基板は、ソース電極、ゲート電極、ドレイン
電極部及び接続部分に交差部を有している。これによ
り、対向ショートの欠陥不良を抑制するように、透明導
電膜層を形成することが可能となる。
【００１０】また、前記液晶表示装置においては、前記
透明導電膜層は、前記第１基板に形成された電極部とブ
ラックマトリクス開口部間に形成されていることが好ま
しい。これにより、透明導電膜層が必要最小限で、しか
も第１基板に形成されている電極部とオーバ－ラップし
ないように形成されているため、前記電極部と対応電極
に用いられる透明導電膜層との異物による対向ショート
を、一層効果的に抑制することができる。また、液晶表
示装置の明るさも低下しない。
【００１１】また、前記液晶表示装置においては、前記
ブラックマトリクス層が、樹脂ブラックマトリクス層で
あることが好ましい。これにより、前記透明導電膜をパ
ターン通りに形成しやすくなる。
【００１２】次に、本発明の液晶表示装置の製造方法
は、電極部を有する第１ガラス基板と、ＲＧＢ層、ブラ
ックマトリクス層、オーバーコート層及び透明導電膜層
とを有する第２ガラス基板とを用いる液晶表示表示装置
を製造方法であって、前記第２ガラス基板の透明導電膜
層がマトリクス状に形成し、上下左右に隣接する透明導
電膜層を部分的に接続することを特徴とする。
【００１３】また、前記液晶表示装置の製造方法におい
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ては、上記と同様に、前記透明導電膜層を、前記電極部
とブラックマトリクス開口部間に形成し、また、前記ブ
ラックマトリクス層は、樹脂ブラックマトリクス層であ
ることが好ましい。
【００１４】また、前記液晶表示装置の製造方法におい
ては、前記第１ガラス基板は、その欠陥不良をレーザー
レスキューにより救済可能な構成であることが望まし
く、該欠陥不良をレーザーレスキューにより欠陥救済す
る工程を有していることが望ましい。これにより、対向
ショートの欠陥不良を容易に修復することができる。
【００１５】
【作用】本発明の構成によって、液晶表示装置の製造工
程において発生する異物やレーザー処理起因による、第
１ガラス基板の電極部と第２ガラス基板の透明導電膜層
との対向ショートの欠陥不良に対して、第２ガラス基板
の透明導電性膜層がマトリクス状に形成され、上下左右
に隣接する透明導電性膜層が部分的に接続された構成を
有するため、第１ガラス基板の電極部と第２ガラス基板
の透明導電膜層とのオーバーラップ領域を最小限にする
ことができ、対向ショートの欠陥不良を抑制し、歩留ま
り向上を提供することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照しながら説明する。
【００１７】図１は、本発明の実施形態の一例である液
晶表示装置の構成を示す平面図である。
【００１８】図１において、１１は第１ガラス基板に形
成されたゲート電極部、１２は第１ガラス基板に形成さ
れたソース電極部、１３は第１ガラス基板に形成された
ドレイン電極部、１４は第１ガラス基板に形成された薄
膜トランジスタ部を示し、１５は第２ガラス基板に形成
されたブラックマトリクス層、１６は第２ガラス基板に
形成された対向電極に用いられる透明導電膜層、１７は
第２ガラス基板に形成されたオーバーコート層、１８は
第２ガラス基板に形成されたブラックマトリクス層１５
の開口部を示す。なお、オーバーコート層１７は、図１
の全面に形成されている。
【００１９】第２ガラス基板に形成された対向電極に用
いられる透明導電膜層１６は、第１ガラス基板のゲート
電極部１１、ソース電極部１２、ドレイン電極部１３、
薄膜トランジスタ部１４、および第２ガラス基板に形成
されたブラックマトリクス層１５、オーバーコート層１
７を全面覆うように形成された構成ではなく、第２ガラ
ス基板に透明導電膜層１６がマトリクス状に形成され、
上下左右に隣接する透明導電膜層１６が部分的に接続さ
れた構成となっている。
【００２０】すなわち、透明導電膜層１６は、第１ガラ
ス基板に形成されたゲート電極部１１パターンとソース
電極部１２パターンとが交差する隣接空間に対応するよ
うに第２基板内面に形成されており、この隣接空間に形



(4) 特開２００３－１１４４４４

10

20

30

5
成された各透明導電膜層は、互いに隣接する透明導電膜
層と部分的に接続され、全体として連続する透明導電膜
層１６を形成した構成となっている。
【００２１】したがって、前記第１ガラス基板のゲート
電極１１、ソース電極１２、ドレイン電極部１３と、透
明導電膜層１６の接続部分は交差するが、その他の部分
は交差せずに、第１ガラス基板に形成された前記電極部
とブラックマトリクス開口部１８間に対応するように透
明導電膜層を形成し、第１ガラス基板の電極部と第２基
板に形成された透明導電膜層とのオーバーラップ領域を
最小限とした構成となっている。
【００２２】ここで、上記の液晶表示装置を形成する材
料は、一般に使用する公知の材料を用いることができ、
例えば、透明導電膜層にはＩＴＯが用いられる。また、
ブラックマトリクス層には、カーボンやチタンをフォト
レジストに分散した樹脂ブラックが好ましく用いられ
る。
【００２３】以上のように、本実施例では、第１ガラス
基板は、そのガラス基板の内面にマトリクス状に形成さ
れたゲート電極部１１とソース電極部１２の交差部に薄
膜トランジスタ部１４が形成され、前記薄膜トランジス
タ部１４のドレイン電極部１３に接続された状態に画素
電極が形成されている。また、第２ガラス基板は、液晶
層を介して前記第１ガラス基板の画素電極と対向する。
そのガラス基板の内面全面にＲＧＢ層がマトリクス状に
形成され、前記ＲＧＢ層の互いの隣接空間にブラックマ
トリクス層が形成され、また、ブラックマトリクス層の
上全面にオーバーコート層が形成され、前記ＲＧＢ層、
ブラックマトリクス層及びオーバーコート層を含む全面
に、対向電極に用いられる透明導電膜層がマトリクス状
に形成され、上下左右に隣接する透明導電膜層が部分的
に接続されている。
【００２４】
【発明の効果】以上説明したとおり、本発明によれば、
液晶表示装置の製造工程において発生する異物やレーザ
ー処理起因による、第１ガラス基板の電極部と第２ガラ
ス基板の透明導電膜層との対向ショートの欠陥不良に対
して、第２ガラス基板の透明導電性膜層がマトリクス状
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に形成され、上下左右に隣接する透明導電性膜層が部分
的に接続された構成を有しているため、第１ガラス基板
の電極部と第２ガラス基板の透明導電膜層とのオーバー
ラップ領域が最小限となり、対向ショートの欠陥不良が
抑制される。これにより、生産歩留まりが向上した液晶
表示装置を提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態である液晶表示装置の構成を
示す切欠平面図である。
【図２】従来例の液晶表示装置の構成を示す切欠平面図
である。
【符号の説明】
１１  ・・第１ガラス基板に形成されたゲート電極部
１２  ・・第１ガラス基板に形成されたソース電極部
１３  ・・第１ガラス基板に形成されたドレイン電極部
１４  ・・第１ガラス基板に形成された薄膜トランジス
タ部
１５  ・・第２ガラス基板に形成されたブラックマトリ
クス層
１６  ・・第２ガラス基板に形成された対向電極に用い
られる透明導電膜層
１７  ・・第２ガラス基板に形成されたオーバーコート
層
１８  ・・第２ガラス基板に形成されたブラックマトリ
クス層１５の開口部
２１  ・・第１ガラス基板に形成されたゲート電極部
２２  ・・第１ガラス基板に形成されたソース電極部
２３  ・・第１ガラス基板に形成されたドレイン電極部
２４  ・・第１ガラス基板に形成された薄膜トランジス
タ部
２５  ・・第２ガラス基板に形成されたブラックマトリ
クス層
２６  ・・第２ガラス基板に形成された対向電極に用い
られる透明導電膜層
２７  ・・第２ガラス基板に形成されたオーバーコート
層
２８  ・・第２ガラス基板に形成されたブラックマトリ
クス層２５の開口部
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